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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年3月4日(2021.3.4)

【公開番号】特開2019-186306(P2019-186306A)
【公開日】令和1年10月24日(2019.10.24)
【年通号数】公開・登録公報2019-043
【出願番号】特願2018-72625(P2018-72625)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/31     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/318    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/28     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/02     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/205    　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/31     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   21/318    　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ   16/28     　　　　
   Ｃ２３Ｃ   16/02     　　　　
   Ｃ２３Ｃ   16/50     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年1月18日(2021.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　上記配管１６５、１６６、および１６７の一端は、ガス流路１１３に接続されている。
Ｂ２Ｈ６ガス供給源１６８は、ボロン含有ガスであるＢ２Ｈ６ガスを供給するものであり
、配管１６５に接続されている。Ａｒガス供給源１６９は、希ガスであるＡｒガスを供給
するものであり、配管１６６に接続されている。Ｈｅガス供給源１７０は、希ガスである
Ｈｅガスを供給するものであり、配管１６７に接続されている。これらガス供給源１６８
、１６９、１７０から配管１６５、１６６、１６７およびガス流路１１３を介してＢ２Ｈ

６ガス、Ａｒガス、Ｈｅガスがシャワーヘッド１１０のガス拡散空間１１１に至り、ガス
吐出孔１１２からチャンバ１０１内のウエハＷに向けて吐出される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　成膜装置２００は、制御部１５０を有している。制御部１５０は、ボロン系膜形成装置
２００の各構成部、例えばバルブ類、流量制御器、ヒーター電源、高周波電源１０７、１
０９等を制御する。制御部１５０は、ＣＰＵを有する主制御部と、入力装置、出力装置、
表示装置、および記憶装置を有している。記憶装置には、成膜装置２００で実行される処
理を制御するためのプログラム、すなわち処理レシピが格納された記憶媒体がセットされ
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、主制御部は、記憶媒体に記憶されている所定の処理レシピを呼び出し、その処理レシピ
に基づいて成膜装置２００に所定の処理を行わせるように制御する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　載置台１０２の温度を５００℃以下、好ましくは６０～５００℃、例えば３００℃に設
定する。ＡｒガスおよびＨｅガスをチャンバ１０１内に供給してチャンバ１０１内の圧力
を、好ましくは０．６７～１３３．３Ｐａ（５～１０００ｍＴｏｒｒ）、例えば５０ｍＴ
ｏｒｒ（６．７Ｐａ）に調圧する。そして、Ｂ２Ｈ６ガスを所定流量でチャンバ１０１内
に供給しつつ、プラズマ生成用高周波電源１０７から載置台１０２にプラズマ生成用の第
１の高周波電力を印加する。これにより、上部電極であるガスシャワーヘッド１１０と下
部電極である載置台１０２との間に高周波電界を形成し、容量結合プラズマを生成してプ
ラズマＣＶＤにより、初期ボロン系膜として、厚さ２ｎｍ以下の初期ボロン膜を成膜する
。このとき、バイアス電圧印加用高周波電源１０９からのバイアス電圧（高周波バイアス
）は印加しないことが好ましい。このときのガス流量は、第１の例の装置の場合と同様の
範囲に設定すればよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　初期ボロン膜の成膜が終了後、Ｂ２Ｈ６ガスを停止し、チャンバ１０１内を排気しつつ
ＨｅガスおよびＡｒガスを導入してチャンバ１０１内のパージを行う。そして、ガスをＡ
ｒガスのみとし、初期ボロン膜の成膜の際と同様、容量結合プラズマを生成してＡｒプラ
ズマ処理を行う。このとき、バイアス電圧印加用高周波電源１０９から５０～５００Ｗ（
７１～７１０ｍＷ／ｃｍ２）、例えば３００Ｗ（４２０ｍＷ／ｃｍ２）の高周波バイアス
を印加してＡｒイオンの作用を高めることが好ましい。このＡｒプラズマによる処理によ
り、例えばＳｉ－Ｂ－Ｏからなる界面密着層を形成する。このとき圧力は、２６．７～１
３３．３Ｐａ（２００～１０００ｍＴｏｒｒ）の範囲が好ましい。また、この際の温度は
、初期ボロン膜成膜の際と同一であることが好ましい。
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